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Telefunken Transistor S628T

Datasheet

S627T-S628T-S 629T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmala:
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

LR =

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Spearrspannung
Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
T. =257

Cakh

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wirmewiderstand

Sperrschicht-Lmgebung
I'= 3 mm, auf Kupferkiohlflache
10 mmx 10 mm mit 356 pm Dicka

Sperrschicht-Gehbuse
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Standard Kunststoffgehduse
104 3 DIN 41 BGE
JEDECTO 822

Gewicht max. 0.5 g

S627T SE628T S629T

300 350 400 L)
250 300 350 W
B W

500 ma,

1 W
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125 L
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Telefunken Transistor S628T Datasheet
Miin. Typ. Max.
KenngroBen
T = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uepe =150V legs 50 nA
U =180V, T, =150°C feee 100 pA
Kollektor-Basis -Durchbruchspannung
I.=1pA 58277 U,ER:CEE" 300 W
56287 Umn;can:! 350 W
5629T BRicEO 400 A"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=1ma 56277 Uuan:.csc-“ 250 W
S5628T Umﬂ:{mj: 300 v
56297 U smcen 350 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fe=1pA Uamiean 8 A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uy =16V, [, =50 m& he a0
U =15V.I.=1mA L 50

t
=001 =03ms
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